
附件1
《西青区精英人才“596”强链（创新类）项目
重大技术需求表》

	单位名称
	天津福莱迪科技发展有限公司

	法定代表人
	朱奎锋
	注册地址
	天津市西青经济技术开发区宏源道12号17栋

	联系人
	苏艳杰
	联系电话
	13662112275

	企业上年度收入
（万元）
	5800
	主营业务
	智能制造解决方案和高端装备制造

	科技型企业类型
	国家高新技术企业□雏鹰企业
瞪羚企业□科技领军（培育）企业其他

	所属领域
	集成电路□智能网联车□生物医药□汽车和新能源汽车高端装备

	技术需求名称
	
基于电涡流法的晶圆高精度无损检测


	拟解决的关键问题
	该项目解决了供应链自主可控和卡脖子技术问题,实现检测装备国产化；销售对标日韩市场。


	
 技术需求描述

	项目须围绕测量模型的建立与理论分析、高品质电感激励源的设计、低噪声测量电路的设计等方向攻关非接触式晶圆检测的相关难题，具体要对传感器线圈自身参数进行分析优化，通过对信号转换电路等效形式的分析，明确传感器线圈的电参数、品质因数在转换电路中对晶圆电阻率和晶圆表面金属薄膜厚度测量灵敏度的作用。其次改进传感器的绕制工艺，提高测量灵敏度。考虑频率稳定和幅值稳定改进方案，以产生频率和幅度稳定的正弦激励信号，优化电感激励源设计。信号调理电路部分，要结合晶圆测量的特点，对关键的激励信号源、信号整流电路、滤波电路、放大电路进行改进设计，配合以高品质的高频激励信号源和精密检波调理电路部分，要结合晶圆测量的特点，对关键的激励信号源、信号整流电路、滤波电路、放大电路进行改进设计，配合以高品质的高频激励信号源和精密检波调理电路，提升整体的电路性能。主要的技术指标：晶圆表面铜薄膜厚度测量误差小于2%；与四探针测量结果相比，误差须低于5%；对晶圆电阻率进行测量，可用于电阻率值分布于0.001或更低阻值至1Ω·CM之间的晶圆进行测量。同时，该测量系统能实现对于晶圆表面电阻率分布的整体测量。

	 产业带动作用
	随着芯片制造技术的飞速发展，特征线宽已达到32NM以下，晶圆尺寸达到直径300MM以上，金属层布线达到13层以上，并且将采用新的半导体、导体和介电材料以克服集成度提高所带来的功耗和信号延迟方面的问题。这就对芯片制造过程中涉及到的晶圆、金属薄膜厚度的量测水平提出了越来越高的要求。晶圆是半导体工艺的基础，晶圆上微小的电阻率偏差都会导致芯片良品率的大幅下降，晶圆表面金属薄膜厚度的分布影响半导体制造工艺参数的设定。在晶圆量测领域中，晶圆电阻率和晶圆表面金属薄膜厚度是最常见的两个参数。目前半导体行业内常用的电阻率和薄膜厚度测量方法为四探针法，四探针法精度好，成熟度好，但四探针法属于接触测量法，在测量过程中需要探针与晶圆表面接触，测量效率低，无法实现大面积晶圆表面的连续高通量测量。同时由于四探针法在测量过程中需要探针与晶圆表面接触，探针的下压力也会对材料产生影响。因此希望引进非接触式薄膜电阻率和厚度测量的核心技术，助力本企业早日实现先进芯片封测技术的国产化。

	对揭榜人才要求
	需要博士以上学历人才或团队。能够在3个季度内完成研究内容。知识产权归发榜公司所有,研究开发者有署名权利。欢迎有能力的团队揭榜后,具体事宜具体沟通。

	该技术研发企业拟投入金额（万元）
（填写明确金额）
	
500万














 
附件1-1
                            非接触式薄膜电阻率和厚度测量技术研发 

	所属领域
	集成电路□智能网联车□生物医药□汽车和新能源汽车高端装备

	
    项目目标

	1.作出一套非接触式薄膜电阻率和厚度测量的技术方法
2.完成发明专利申请5项。

	   考核指标
	[bookmark: _GoBack]1.对晶圆电阻率进行测量，可用于电阻率值分布于0.001或更低阻值至1Ω·CM之间的晶圆进行测量。同时，该测量系统能实现对于晶圆表面电阻率分布的整体测量。
2.晶圆表面铜薄膜厚度测量误差小于2%；与四探针测量结果相比，误差须低于5%；
3.通过客户测试。

	成果交付及
产权归属
	最终成果及交付形式：
于天津福莱迪科技发展有限公司交付一台样机,知识产权申请书交付。

	
	产权归属：产权归天津福莱迪科技发展有限公司所有,研究开发者有署名权。

	对揭榜人才要求
	实施周期：9个月
里程碑考核节点及要求
1.第一个月方案探讨和定稿;
2.第二个月至第五个月性能测试;
3.第六个月至第九个月客户验收测试。

	产业带动作用
	1.带动上游钣金、车床和机器人、视觉供应商发展;
2.提高下游半导体生产客户的生产效率和良品率。

	该技术研发企业拟投入金额
	项目拟投入总金额：   500万元
拟支付揭榜人才金额：   10万元
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